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はじめに：Si MOSFET微細化に伴いソース・ドレインのシリサイド化が行われており、Siナノワイヤでもその手法

が取り入れられている[1]。しかし、Si ナノワイヤ内での Ni シリサイドはまだ明らかではない。そこで、本研究で

は酸化膜で覆われた Si ナノワイヤへの Ni シリサイド形成を評価した。 

実 験：SOI 層 30nm の基板上に Fin 構造をリソグラフィと Dry エッチングで作製した。作製した Fin 構造を乾

燥酸素雰囲気中 1000oC、45min で熱酸化し 10～30nm 程度のSi ナノワイヤを形成した。Si ナノワイヤの一部

を BHF で露出し、スパッタ法により Ni を 6nm 堆積した。アニールを行いシリサイド化する際に、300℃、30sec

の後 400℃、30sec のアニール（2step アニール）を行なった[2]。未反応 Ni 除去後、SEM で観察した。  

結 果：作製したサンプルを Figure1 に示す。2step アニールを用いることで 1step アニールと比べて Si ナノワイ

ヤへの Ni シリサイド化の侵入度が抑えられた(Figure2)。 
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Fig.1 SEM Image of Ni Silicide 

 

Fig.2 Comparison of 1step and 2step 
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